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再現性があること、ライバル企業でも、他社が発明したもので、同じことをすれば、再現性があることなら、それだけでビジネスは成り立ちます

ね。CCD がいい例です。CCD はだれでも簡単に原理試作はできましたが量産となると KHOWHOW が必要です。COST との闘いでした。SONY

の HAD センサーは私の１９７５年の発明でしたが IEEE の学会発表を詳細にした事はなく、皆無であり、他社の追従をさけて、私は学会も特許を

あまり積極的に努力していませんでした。九州の国分工場の量産技術開発に注力しました。あまり理論とか科学的は不要と考えるのは「ごもっと

も」だと思います。「なぜ、なぜ？」と頭を使い、考えることは、その先を考える時にのみ必要となりますね。より改善してビジネスをさらに発展

するときに、現状の把握と問題点の発見と解決努力が、新しいアイデアや特許知財の知的財産を生みますね。企業はその力がないと発展進化しな

いと思います。日本の半導体産業の衰退は、アイデアが停滞した為だと思います。一方、SONY は、微細加工の追及から立体構造に挑戦し３次元

構造や材料の追及、Cu 配線技術など、いろいろ挑戦する事により、SONY は今も CIS で世界をリードし、日本の半導体産業でリードしている理由

は、創意工夫の精神が培われているからですいつも新しいアイデアと特許出願で SONY の半導体ビジネスは守られています。 

 

ビジネスを守るのは特許です。人は簡単に移動し、生産ノウハウは簡単に中国や韓国・台湾に継承されました。後は、特許知財権の行使と半導体装

置の輸出制御を政府がする以外には半導体ビジネスを守る事はできません。私の SＯＮＹ時代にＳＯＮＹ社内教育プログラムでしっかり学んだ勤

勉でまじめな教え子たちが、いろいろあったのでしょうが、結局はＳＯＮＹの職場の上司と考えがそぐわなく、ＳＯＮＹをやめて韓国台湾中国企

業に転職しＳＯＮＹのライバル企業で人材教育活動に注力した事が大きな影響があったと、私は理解しています。 

 

私は 1965 年～1975 年の 10 年間米国に留学し、その間に、INTEL 社の成長とシリコンバレーの誕生と成長を見て学び、その知識を SONY に持ち

込み、SONY で教育活動に専念し、SONY の若者が今は元気で九州で活躍して九州でシリコンアイランドを生み成長しています。知識と技術は水

の様に高い場所から低い場所に流れるものです。人の動きとその知識、科学の知識には国境がありません。中国もロシアも IEEE の組織があり、科

学技術は世界の、人類の遺産です。その流れを阻止できるのは、ビジネスでは特許知財権が有効ですが、軍事防衛問題となると、兵器で知財権も無

視され、たよりになるのは、半導体装置の輸出規制ですね。でも半導体装置も知識産業であり企業秘密保持のみが問題です。１兆円を背負う Rapidus

の挑戦の NHK 特集番組がありましたが、小池社長は「秘密固持」に徹していましたね。生産 KHOWHOW に関係する事で当然だと思います。1975

年～1995 年の２０年間、SONY は CIS の生産技術の「秘密固持」に徹していました。しかし、その後、SONY をやめて中国韓国台湾に技術者が転

職して、みるみるうちに韓国台湾中国も SONY より性能のよい CIS を生産するようになりました。Rapidus の挑戦の NHK 特集番組で小池社長は

「秘密固持」に徹していましたが、技術者科学者を大切にしないと、必ず頭脳流出が生じます。これは致命的になりますね。日本の半導体産業の衰

退は、日本半導体産業の経営者が社内で働く仕事をしている技術者や科学者を使い捨てにしたことが最大の原因だったと思います。ＳＯＮＹが生

き残れたのは、盛田さん、井深さん、岩間さん、大賀さんたちが技術者を大切して技術者のために自由闊達な理想工場の実現を目標にしていた事が

今に生きています。それで今の SONY の九州半導体拠点があり、シリコンアイランドが生まれ成長したと理解します。 
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<A Best Answer for Single Junction Solar Cell> 

For DP =100μm-3 , VBP=0.324852 volt, DN=1200μm-3 , VBN=0.234842 volt,   

Vout=0.5 volt, VB = EG – Vout– BVP– VBN=0.050307 volt,  

and we have WD=sqrt(2*Esi*VB*DP*DN/(DP+DN))=0.840419μm.  

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

<A Best Answer for Double Junction Solar Cell> 

For DP=DN=100 μm-3  , VBP=0.324852 and VNP=0.299201,  

with Vout=0.4 volt, VB = EG – Vout– BVP– VBN=0.085947 volt  

and we have WD=sqrt(2*Esi*VB*DP*DN/(DP+DN))=1.492568 μm.  

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
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